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(57) Abstract 

The invention relates 
to an electric switching 
component with two 
temperature sensors (6, 
7), The first temperature 
sensor (6) is located at 
the warmest point of the 
component and switches the 
component off when a first 
upper temperature threshold 
value (Ti) has been reached 
and turns said component 
on again when temperature 
falls below a second lower 
theshold value (T2). 71ie 
oscillation arising from the 
first temperator sensor (6) is 
switched on and off by the 
second temperature sensor 
(7) which is located away 
from the first temperature 
sensor (6) in a slightly less 
warm place and has lower 



25V 




threshold values (T3,T4) than the first tcmpcrdturc sensor. 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein eleklrisches Schalter-Bauelement init zvvei Temperatursensoren (6, 7). Der erste Teniperatursensor (6) 
isl an der im Betrieb am wamisten Stellc des Bauelementes vorgesehen und schaltet das Bauelement bei Eircichen eines crstcn oberen 
SchwcIIenwertes (T\) ab und bei Unterschreiten cines zwciten, untcren Scliwellenwertes (T2) wieder ein. Diese Oszillation infolge des 
ersten Temperatursensors (6) wird durch den zweiien Tempcratursensor (7) ein- und ausgeschaltct, der vom ersten Temperaairsensor (6) 
entfenU an ciner weniger wamien Stelle als der erste Temperatursensor (6) angeordnel isl und niedrigere Schwellenwene (T3, T4) als der 
crsie Temperatursensor (6) hat. 
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Beschreibung 

Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 

5 Die Erfindung betrifft ein temperaturgeschutztes elektrisches 
Schalter-Bauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 
1. Ein solches temperaturgeschutztes elektrisches Schalter- 
Bauelement ist beispielsweise ein temperaturgeschutzter Pel- 
def f ekttransistor (PROFET, HITFET, TEMPFET) . 

10 

Temperaturgeschutzte Feldef f ekttransistoren, die zumeist als 
Halbleiterschalter eingesetzt werden, sollen im KurzschluS- 
fall einen Laststrom abschalten, sobald die Temperatur bei 
dem Feld- 

15 eff ekttransistor eine bestimmte obere Grenze erreicht . So 

konnen in bestimmten Gehausen Leiterplatten nur Temperaturen 
bis etwa 150^ C aushalten, weil bei hoheren Temperaturen die 
Lotpunkte dieser Leiterplatten zerstort werden. Mit anderen 
Worten, bei Uberschreiten der Temperatur von 150^ C sollen 

20 ein Temperatursensor und eine diesem zugeordnete Logik einen 
KurzschluSf all feststellen und den Laststrom mittels des als 
Halbleiterschalter betriebenen Feldef f ekttransistors abschal- 
ten. 

25 Ein derartiger bestehender temperaturgeschutzter Feldeffekt- 
transistor 1 ist schematisch in Fig. 5 gezeigt . An diesem 
temperaturgeschutzten Feldef f ekttransistor 1 liegen bei- 
spielsweise eine Betriebsspannung von 25 V und eine Eingangs- 
spannung von 5 V. Uberschreitet die Temperatur einen Wert von 

30 ca. 150° C, so wird ein Laststrom I abgeschaltet . 

Fig. 6 zeigt den temperaturgeschQt zten Feldef f ekttransistor 
von Fig. 5 in einer schematischen Schnittdarstellung . Auf ei- 
ner Metallplatte 2 befindet sich ein Halblei terkorper bzw. - 
35 chip 3 mit einem integrierten Schaltungsteil (IC-Teil) 4 und 
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einem Feldef f ekttransistor 5, von dem schematisch Source und 
Drain dargestellt sind. Im Bereich des Zellenfeldes des Fel- 
def fekttransistors 5 ist ein Temperatursensor 6 angeordnet, 
bei dem es sich um eine Diode oder einen Bipolartransistor 
5 handeln kann. 

In Fig. 7 ist die elektrische Schaltungsanordnung des tempe- 
raturgeschutzten Feldef fekttransistors 1 gezeigt . Der Tempe- 
ratursensor 6 liegt im Bereich des Feldef fekttransistors 5, 

10 durch den der Laststrom I fliefit. Der IC-Teil 4 bildet eine 
Logik; mit der ein oberer und ein unterer Schwellenwert fur 
die Temperatur einstellbar sind. Uberschreitet die vom Tempe- 
ratursensor 6 gemessene Temperatur den oberen Schwellenwert, 
so schaltet die Logik den Feldef f ekttransistor 5 ab, so daE 

15 der Laststrom I zu flieSen auf hort . Dadurch setzt ein Abkuh- 
len an der Stelle des Temperatursensors 6 ein. Erreicht dann 
die vom Temperatursensor 6 gemessene Temperatur den unteren 
Schwellenwert, so schaltet die Logik den Feldef f ekttransistor 
5 wieder ein, so daE der Laststrom I wieder zu fliefien be- 

20 ginnt . Nach erneutem Erreichen des oberen Schwellenwertes 

durch die vom Temperatursensor 6 gemessene Temperatur erfolgt 
ein abermaliges Abschalten des Feldef fekttransistors 5, bis 
wiederum die untere Schwellenwert -Temperatur erreicht ist. 

25 Es entsteht so ein periodischer Ein-/Abschaltvorgang, wie 
dieser in Fig. 8 gezeigt ist, wobei sich die Temperatur des 
Halbleiterkorpers 3 auf einen Wert zwischen den beiden 
Schwellenwerten einpendelt. Die Periodenzeit hangt dabei von 
der Kuhlung insbesondere uber die Metallplatte 2 ab. 

30 

Temperaturgeschutzte Halbleiterschalter werden insbesondere 
zusammen mit Lampen und Motoren als Lasten verwendet . Es hat 
sich nun gezeigt, daS diese Lasten nach einem KurzschluS 
nicht wieder einschalten, weil der beim Wiedereinschalten 
35 auftretende StoSstrom erneut als KurzschluS empfunden wird. 
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Es ist daher A u f g a b e der vorliegenden Erfindung, ein 
temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement zu 
schaffen, das eine niedrige Temperatur der Lotpunkte und ein 
sicheres Wiedereinschalten einer Last "nach einem KurzschluS 
gewahrleistet . 

Diese Aufgabe wird bei einem temperaturgeschutzten elektri- 
schen Schalter-Bauelement nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruches 1 erf indungsgemaS durch die in dessen kennzeichnen- 
dem Teil enthaltenen Merkmale gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 
den Unteranspruchen. 

Obwohl die Erfindung allgemein auf elektrische Schalter- 
Bauelemente anwendbar ist, bei denen eine Temperaturerhohung 
liber eine kritische Grenze vermieden werden soil, liegt ein 
bevorzugtes Anwendungsgebiet der Erfindung bei Halbleiter- 
schaltern in der Form von temperaturgeschutzten Feldeffekt- 
transistoren. 



Wesentlich an der Erfindung ist, daS zusatzlich zu dem Tempe- 
ratursensor, der vorzugsweise an der "heiEesten" Stelle des 
temperaturgeschutzten elektrischen Schalter-Bauelements vor- 
gesehen ist, noch ein weiterer Temperatursensor zum Einsatz 
gelangt, dessen Schwellenwerte unterhalb von denjenigen des 
Temperatursensors liegen, der an einer sich nur relativ wenig 
erwarmenden Stelle des temperaturgeschutzten elektrischen 
Schalter-Bauelementes gelegen ist und der die Oszillation des 
Laststromes ein- und ausschaltet. 

Der eine oder erste Temperatursensor wird bevorzugt im Zel- 
lenfeld des Schalter-Bauelements angeordnet, da dort gewohn- 
lich die sich am raschesten erwarmende Stelle ist. Dieser 
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Temperatursensor hat eine relativ kleine Hysterese und - wie 
bereits erlautert - hohere Schwellenwerte als der weitere 
Temperatursensor. Im Falle eines Kurzschlusses wird der erste 
Temperatursensor periodisch ein- und ausgeschaltet , wobei die 
5 Temperatur des Halbleiterkorpers ansteigt, wenn das Schalter- 
Bauelement ein Halbleiterschalter ist. Der weitere zweite 
Temperatursensor ist vom Schalter-Bauelement weiter entfernt 
und wird so nur relativ langsam heiS. Seine Schwellenwerte 
sind niedriger als die des ersten Temperatursensors , und sei- 
10 ne Hysterese ist grofier als die des ersten Temperatursensors . 

Wenn die Temperatur beim zweiten Temperatursensor dessen obe- 
ren oder dritten Schwellenwert erreicht, wird die Oszillation 
des Laststromes mit dem ersten Temperatursensor abgeschaltet . 

15 Dadurch verteilt sich die Temperatur gleichmaEig in dem ge- 
samten Schalter-Bauelement, so daS dieses allmahlich abkuhlt . 
Sobald die Temperatur beim zweiten Temperatursensor dessen 
unteren oder vierten Schwellenwert erreicht, wird die Oszil- 
lation des Laststromes mit dem ersten Temperatursensor wieder 

20 eingeschalten . 

Es liegen so also zwei Stromoszillat ionen vor : Eine schnelle 
Oszillation aufgrund des ersten Temperatursensors, welche die 
Temperatur im Schalter-Bauelement stabilisiert , und eine 

25 langsame Oszillation aufgrund des zweiten Temperatursensors, 
welche die schnelle Oszillation periodisch unterbindet . Als 
Ergebnis wird damit die Lotpunkt- bzw. Gehausetemperatur etwa 
in der Mitte der Hysterese des zweiten Temperatursensors ein- 
gestellt. Nach einem KurzschluS kann eine Last, beispielswei- 

30 se eine Lampe oder ein Motor, zuverlassig wieder eingeschal- 
tet werden, da die Temperatur des Schalter-Bauelements we- 
sentlich hoher sein kann als die Lotpunkt- bzw. Gehausetempe- 
ratur beim Kurzschlufi ist. 
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Der zweite Temperatursensor kann auf einem weiteren Bauele- 
ment bzw. einem weiteren Halbleiterkorper oder IC-Chip unter- 
gebracht sein, was auch fur Chip-auf -Chip-Bauelemente gilt. 

5 Die Temperatursensoren konnen gleich, beispielsweise als Di- 
ode Oder Bipolartransistor, oder auch unterschiedlich aufge- 
bauc sein. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
10 erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellung des erf indungsgemafien 



Halbleiterschalters ; 



IS Fig. 2 



ein Blockschaltbild fur den Halbleiterschalter 



von Fig . 1 ; 



Fig. 3 



Schwellenwerte der beiden Temperatursensoren; 



20 Fig. 4 



die Oszillation des Laststromes beim erfin- 



dungsgemafien Schalter-Bauelement ; 



Fig. 5 



eine Prinzipdarstellung eines bestehenden 



PROFETs ; 



25 



Fig. 6 



eine Schnittdarstellung durch den PROFET von 
Fig. 5; 



Fig. 7 



ein Blockschaltbild des PROFETs von Fig. 5 und 



30 



Fig. 6 



die Oszillation des Laststroms des PROFETs von 



Fig. 5. 



Die Fig. 5 bis 8 sind bereits eingangs erlautert worden. In 
35 den Fig. 1 bis 4, die die Erfindung zeigen, werden einander 
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entsprechende Teile mit den gleichen Bezugszeichen wie in den 
Fig. 5 bis 8 versehen. 

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist im IC-Teil 4 ein zweiter Tem- 
5 peratursensor 7 zusatzlich zum ersten Temperatursensor 6 vor- 
gesehen. Beide Temperatursensoren 6, 7 konnen gleich oder 
auch verschieden aufgebaut sein und beispielsweise aus einer 
Diode Oder einem Bipolartransistor bestehen. Wahrend der er- 
ste Temperatursensor 6 an einer sich rasch erwarmenden Stel- 
10 le, namlich in der Nahe des Feldef f ekttransistors 5 gelegen 
ist, befindet sich der zweite Temperatursensor 7 weit weg vom 
Feldef f ekttransistor 5 und wird so wesentlich langsamer 
"heifi" als der erste Temperatursensor 6. 

lb Wie im Blockschaltbild von Fig. 2 gezeigt ist, ist der zweite 
Temperatursensor 7 ahnlich wie der erste Temperatursensor 6 
mit der Logik bzw. dem IC-Teil 4 verbunden. 

Fig. 3 zeigt die Einstellung der Schwellenwerte der beiden 
20 Temperatursensoren 6 und 7. Der obere Schwellenwert Ti und 
der untere Schwellenwert T2 des ersten Temperatursensors 6 
liegen uber dem oberen Schwellenwert T3 und dem unteren 
Schwellenwert des zweiten Temperatursensors 7. Die Hysterese 
ATi des ersten Temperatursensors 6 ist dabei etwas kleiner 
25 als die Hysterese AT2 des zweiten Temperatursensors 7. 

Kurven 8, 9 und 10 in Fig. 3 zeigen, wie sich die Temperatur 
allmahlich im Schalter-Bauelement ausbreitet . Zunachst liegt 
eine Temperaturverteilung entsprechend der Kurve 8 vor. Es 

30 tritt hier eine Oszillation des Laststromes I entsprechend 
dem Ein- und Ausschalten durch den ersten Temperatursensor 6 
auf . Mit steigender Temperatur im Schalter-Bauelement 
(vergleiche Kurve 9) wird schlieElich am Ort des zweiten Tem- 
peratursensors 7 dessen oberer Schwellenwert T3 erreicht. Zu 

3b diesem Zeitpunkt schaltet dann die Logik bzw. der IC-Teil 4 
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die Oszillation durch den ersten Temperatursensor 6 ab, so 
daS ein oszillationsf reier Bereich 11 entsteht (vergleiche 
Fig. 4) . 

5 Die Temperatur verteilt sich sodann gleichmafiig im Schalter- 
Bauelement, wobei dieses abkuhlt. Wird am Ort des zweiten 
Temperatursensors 7 der untere Schwellenwert T4 erreicht, so 
wird die Oszillation durch den ersten Temperatursensor 6 wie- 
der eingeschaltet , 

10 

Infolge der "schnellen" Oszillation mit dem ersten Tempera- 
tursensor 6 und der "langsamen" Oszillation mit dem zweiten 
Temperatursensor 7 stellt sich die Temperatur der Lotpunkte 
bzw, die Gehausetemperatur etwa auf die Mitte der Hysterese 
15 des zweiten Temperatursensors 7 ein. 

Damit kann eine Last, wie z.B. eine Lampe Oder ein Motor, 
nach einem KurzschluE zuverlassig wieder eingeschaltet wer- 
den, da die Temperatur des Feldef f ekttransistors 5 bzw. 
20 Schalters wesentlich hoher sein kann als bei Gehausetempera- 
tur beim KurzschluE. 
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Patentanspruche 

1. Temperacurgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement , 
insbesondere Halbleiterschalter, bei dem ein erster Tempera- 
tursensor an einer ersten Stelle vorgesehen ist, der das 
Schalter-Bauelement einen Laststrom (I) bei Uberschreiten ei- 
nes ersten Schwellenwertes (Ti) durch die durch ihn erfafite 
Temperatur abschalten und den Laststrom (I) bei Unterschrei- 
ten eines zweiten Schwellenwertes (Ta) , der niedriger als der 
erste Schwellenwert (Ti) ist, durch die durch ihn erfafite 
Temperatur wieder einschalten lafit, so dafi der Laststrom eine 
Oszillation ausfuhrt, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi ein zweiter Temperatursensor (7), der an einer zweiten 
Stelle vorgesehen ist, die von der ersten Stelle verschieden 
ist und im Betrieb des Schalter-Bauelements eine niedrigere 
Temperatur annimmt als die erste Stelle, einen dritten 
Schwellenwert (Tj) , der niedriger ist als der zweite Schwel- 
lenwert {Ti) , und einen vierten Schwellenwert (T«) , der nied- 
riger ist als der dritte Schwellenwert (Tj) , aufweist, und 
dafi der zweite Temperatursensor (7) das Schalter-Bauelement 
die Oszillation des Laststromes (I) bei Oberschreiben des 
dritten Schwellenwertes (T3) durch die durch ihn erfafite Tem- 
peratur abschalten und bei Unterschreiten des vierten Schwel- 
lenwertes (T4) durch die durch ihn erfafite Temperatur wieder 
einschalten lafit. 

2. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 

nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , 

dafi die erste Stelle die im Betrieb warmste Stelle des Bau- 
elementes ist. 
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3. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach 

Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS die zweite Stelle sich im Betrieb im Vergleich zur erste 
Stelle nur langsam erwarmt. 

4. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach 

einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

daE der Abstand (ATJ zwischen dem ersten und dem zweiten 
Schwellenwert kleiner ist als der Abstand {AT2) zwischen dem 
dritten und vierten Schwellenwert. 

5. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach 

einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS die zweite Stelle auf dem Bauelement vorgesehen ist, 

6. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet , 

daS die zweite Stelle auf einem weiteren Bauelement vorgese- 
hen ist. 



7. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet , 

dafi der erste und/oder der zweite Sensor als Diode und/oder 
als Bipolartransistor ausgefuhrt sind. 

8. Temperaturgeschutztes elektrisches Schalter-Bauelement 
nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
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dadurch gekennzeichnet , 

daS es einen Schal ter-MOSFET (5) aufweist 



wo 98/12815 



1/3 



PCT/DE97/01575 




wo 98/12815 



2/3 



PCT/DE97/01575 




wo 98/12815 



3/3 



PCT/DE97/01575 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



T n9f-*l^"'"^*'^'°'^ O"" SUBJECT MATTER 

IPC 6 H03K17/082 



Inter nal Application No 

PCT/DE 97/01575 



According to Inter nationa! Patent Ctassif.caiion({PC) or to both nat,ona c ass.f calion ana PC 
B. FIELDS SEARCHED 



M.n,m.m docum^ent|ion searched (class.J^a^K>n systen tonowed classncation sy.-.bo.s) 



Docur.entat.on searched other than m,n.m.n.documental,on to the extent thai such documents a-e .ncluded n the fields searcred 



Electronic data base consulted during the Irlernatfonal search (name of data 



base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ' 



Ctation of document, with indication, where appropriate, of the relevant 



passages 



netevant to claim No. 



HEIL H ET AL: "MINI-PROFETS IN 
MILLI-SMART TECHNOLOGY: HIGH-SIDE SMART 
POWER SWITCHES WITH ALL-ROUND PROTECTION- 
SIEMENS COMPONENTS, 
vol. 31, no. 4, July 1996, 
pages 20-22, XP000636648 
see page 21, left-hand column, line 18 - 
right-hand column, line 4; figure 2 

ilU^^^J^ ^ "HITHETS WITH CURRENT 

SENSING: LOW-SIDE SWITCHES UNLIMITED" 

SIEMENS COMPONENTS, 

vol. 31, no. 3, May 1996, 

pages 18-20, XP000623757 

see page 18, left-hand column - right-hand 

column, line 3; figure 1 

-/- 



1-3,8 



1-3,8 



Further documents are listed in the continuation of box C 



Patent family members are listed in annex. 



• Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E' eariler document but published on or after the international 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which IS cited to establish the puWical ion date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring lo an oral disclosure, use. exhibition or 
other means 

■P- document published prior to the intemationai filing date but 
later than the priority date daimed 



Date of the actual completion of theinternational search 

18 November 1997 



later document published after the international fii-ng oate 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underiyinq the 
invention 

■ document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered lo 
involve an inventive step when the document is taken alone 

' document of particular relevance; the claimed inventjon 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one o" more other such doc j- 
ments, such combination being obvious to a pereo^ skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Name and mailing address of the iSA 

European Patent Office, P. 6 5818 Patentlaan ? 
Nl - 2280 HV Rijswfjk 
Tel. (+31 -70) 340-2040. Tx. 31 651 epo n 
Fax (+31-70)340-3016 



Date of mailing of the international search report 

26/11/1997 



Authorized officer 



Cantarelli, R 



Form PCT.'3SAy210 (secord sheet) {July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE 



Categofy 



RELEVANT 



Citation of document, w th iodrcatf on. where 



appropriate, of the relevant passages 



EP 0 617 497 A (FUJI ELECTRIC CO LTD) 28 
September 1994 

see column 7, line 47 - column 9, line 34 

US 4 345 218 A (COfJGDON JAMES S ET AL) 17 
August 1982 

see column 2, line 56 - coluinn 5, line 5- 

figures 2,3 . a, 

US 5 267 118 A (MARSHALL ANDREW ET AL) 30 
November 1993 

see column 5, line 4 - column 6. line 17- 
figures 4,5 ' 

RABL H: "SMART SIPMOS COMPONENTS" 

SIEMENS COMPONENTS, 

vol. 25, no. 6, 1 December 1990 

pages 233-239, XP000177066 

see page 234, left-hand column, line 21 - 

line 25; figures 4,5 



Inter oal Application No 

PCT/DE 97/01575 



Relevant to clairr. No. 



4,7 



4,7 



5.6 



PCT/ISA/210 (continualKwi ot OKorvS shool) (JuV 1992, 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

..iformatlon on patent family menfibers 



Inter nal Application No 

PCT/DE 97/01575 



Cited in search reoort 


PubliCdtion 
date 


Patent family 
memberts) 


Publication 
date 


EP 0617497 A 


28-09-94 


DE 


69024121 


D 


25-01-96 






DE 


69024121 


T 


09-05-96 






EP 


0409214 


A 


23-01-91 






US 


5070322 


A 


03-12-91 






JP 


3148861 


A 


25-06-91 



US 4345218 A 17-08-82 NONE 

US 5267118 A 30-11-93 NONE 



Form PCT/ISA/210 (patent farrnly annex) (Jul/ 19921 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inter nales Aktenzeichen 

PCT/DE 97/01575 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANOES 

IPK 6 H03K17/082 



Nachder intemationaten Patent Kiassif Kalion (IPK") ooe- nacr> der nationa en Klassjf katiop und derlPK 



B. RECHERCHIERTEGEBIETE 



Rechercnierter MindeslprufstotI (Kiassif.kat onssysiem und K'assifika:!onssymiJole j 

IPK 6 H03K HOIL H02H 



Recherchtertc aber ricM zum Mmdestprulstofigenorende Veroffentlidiungen. sowert diese unler die recnerchierten Gebiete falen 



Wahrend der internationaten Recherche konsuitierteelektromsche Datenbank (Name der Datcnbank und evil vorwendete Suchbegnffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone' Bezeichnung der Veroffentlichung. soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



HEIL H ET AL: "MINI-PROFETS IN 

MILLI-SMART TECHNOLOGY: HIGH-SIDE SMART 

POWER SWITCHES WITH ALL-ROUND PROTECTION" 

SIEMENS COMPONENTS, 

Bd. 31, Nr. 4, Jul i 1996, 

Seiten 20-22, XP000636648 

siehe Seite 21, linke Spalte, Zeile 18 - 

rechte Spalte, Zeile 4; Abblldung 2 

REINMUTH K ET AL: "HITHETS WITH CURRENT 

SENSING: LOW-SIDE SWITCHES UNLIMITED" 

SIEMENS COMPONENTS, 

Bd. 31, Nr. 3, Mai 1996. 

Seiten 18-20, XP000623757 

siehe Seite 18, linke Spalte - rechte 

Spalte, Zeile 3; Abbildung 1 

-/-- 



1-3,8 



1-3,8 



Weitere Veroffentfichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



X 



Siehe Anhang PatentfamiI.e 



' BesorKtere Kategorien von angegebenen Verdtfentlichungen 
A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 
atier nk:ht als besonders bedeutsam anzusehen ist 



alteres DokurDent, das jedoch erst am odcr nach dem intemationalen 
Anmeldedatum verbffentlicht worden ist 



Veroffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungs datum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
sofi Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wte 
ausgefuhrt) 

Veroffentlichung, die sich auf eir>e miindliche Offenbarung. 
eine Bonutzung. eine Aussteliung oderandere Maf3nahmen bezieht 
"P* Veroffentlichung. die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspgjchten Prioritatsdatum verbffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Priontatsdatum veroffentlicht worden ist and mit der 
Anmeldung mcht koltidierl, eondern nur zum Vcstandnis des dor 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder oer ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von bcsonderer Bedeutung;die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung ncht als neu oder auf 
erfindenscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"V Ver6ffentlk;hung von besondcrer Bedeutung:die beanspruchte Erlindung 
kann nicht ate auf erfindenscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung miteiner oder mehreren anderen 
Verb ffentli Chun gen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahehegend ist 

'&■ Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patcntlamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



18. November 1997 



Absendedatum des inlemalionalen Recfierchenberichts 



26/11/1997 



Hame und Postanschnft der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Pateniamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswiik 
lei. (+31-70)340 2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31 -70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Cantarelli, R 



Fomiblatt PCT1SA/210<aatt 2) (Juh 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(Fortsetzun9) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN " 

'^^^^^"^^ ««e.chnung der Vero^fentl.cnung. .owe.t erforae.ri.ch un:e: Angabe der ,n Betracht korr. 



Intel >nales Aktenzeichen 

PCT/DE 97/01575 



EP 0 617 497 A (FUJI ELECTRIC CO LTD) 
28. September 1994 

siehe Spalte 7, Zeile 47 - Spalte 9, Zeile 

US 4 345 218 A (CONGDON JAMES S ET AL) 
17. August 1982 

^i^ljf Spalte 2, Zeile 56 - Spalte 5, Zeile 
5; Abbildungen 2,3 

US 5 267 118 A (MARSHALL ANDREW ET AL) 
30. November 1993 

?i^''!J^fl^^ ^' ^^'^^ ^ - Spalte 6, Zeile 
17; Abbildungen 4,5 

RABL H: "SMART SIPMOS COMPONENTS" 

SIEMENS COMPONENTS, 

Bd. 25, Nr. 6, l.Oezember 1990 

Seiten 233-239, XP000177066 

siehe Seite 234, linke Spalte, Zeile 21 - 

Zeile 25; Abbildungen 4,5 



Betr. Anspoich Nr. 



4,7 



4,7 



5,6 




Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaoen Veroffentl.ch.n-,. d e zur selaen Paientfamilie gehoren 



Im Recherchentencnt 
angefuhrtes PatentaoKument 



EP 0617497 A 



Datum der 
Veroffentiichung 



28-09-94 



Inter; 



ales Aktenzeicnen 



PCT/DE 97/01575 



Mitgliecf(er) der 
Patentfamiiie 



Oatum der 
Veroffentlichung 



DE 69024121 D 25-01-96 

OE 69024121 T 09-05-96 

EP 0409214 A 23-01-91 

US 5070322 A 03-12-91 

JP 3148861 A 25-06-91 



US 4345218 A 



17-08-82 



KEINE 



